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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(g) Bondpadstruktur und entsprechendes Herstellungsverfahren 

@ Die Erfindung schafft eine Bondpadstruktur, insbeson- 
dere fur einen mikromechanischen Sensor, mit einem 
Substrat (1); einer auf dem Substrat (1) vorgesehenen 
elektrlsch isolierenden Opferschicht (2; 4); einer in der Op- 
ferschicht (2; 4) vergrabenen strukturierten Leiterbahn- 
schicht (3); einem in der Opfersciiicht (2; 4) vorgesehenen 
Kontaktloch (11); und einem Bondpadsockel (8) aus ei- 
nem elektisch leitfahlgen Materia!, der emen ersten, sich 
uber die Opferschicht (2; 4) erstreckenden Bereich (8a) 
und einen zweiten, sich durch das Kontaktloch (11) er- 
streckenden und in Kontakt mit der Leiterbahnschicht 13) 
befindlichen Bereich (Sb) aufweist; wobei in einem be- 
stimmten Bereich unterhalb des Bondpadsockels (8) und 
urn den Bondpadsockel (8) herumauf der Opferschicht (2; 
4) zumindestzeitweilig eine Schutzschicht (5) 2um Verhin- 
dern einer derartigen Unteratzung der Opferschicht (2; 4) 
unterhalb des Bondpadsockels (8) beim Atzen der Opfer- 
schicht (2; 4), bei der das Substrat (1) und/oder die Leiter- 
f bahnschicht (3) f reigelegt wird, vorgesehen ist. 
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Beschreibung 
Stand derTechnik 

Die vorLiegende Erfindung betrifft eine Bondpadstnjktur, 5 
und insbesondere eine Bondpadstruktur fur einen mikrome- 
chanischen Sensor, mit einem Subslrat; einer auf dem Sub- 
strat vorgesehenen elektrisch isolierenden Opferschicht; ei- 
ner in der Opferechichi vergrabenen strukturierten Leiter- 
bahnschichu einem in der Opferschicht vorgesehenen Kon- 10 
takdoch und einem Bondpadsockel aus einem elektrisch 
leitfahigen Material, der einen ersten, sich uber die Opfer- 
schicht erstreckenden Bereich und einen zweiten, sich durch 
das Kontakdoch erstreckenden und in Kontakt mit der Lei- 
terbahnschicht befindiichen Bereich aufweist, Ebenfalis be- 15 
trifft die vorliegende Erfindung ein entsprechendes Herstel- 
lungsverfahren. 

Obwohl auf bclicbigc Bondpadstrukturcn anwcndbar, 
werden die vorliegende Erfindung sowie die ihr zugrunde- 
liegende Problematik in bezug auf eine Bondpadstruktur ei- 20 
nes mikromechanischen Beschleunigungssensors erlautert 

Fig. , 2 ist eine schemadsche Darstellung eines mikrome- 
chanischen Beschleunigungssensors mit einer ublichen 
Bondpadstruktur und Fig. 3 ist eine vergroBerte schemad- 
sche DarsLellung der ublichen BondpadsUruktur des iiiikro- 25 
mechanischen Beschleunigungssensors nach Fig. 2. 

In Fig. 2 bzw. 3 bezeichnen 1 ein Substrat mit einer Si- 
Stniktur, 2 ein unteres Oxid, 3 eine vergrabene Leiterbahn 
aus Polysilizium, 4 ein oberes Oxid, 6 einen Sensorsockel 
aus Epitaxie-Polysilizium, 7 ein Bondpad aus Aluminium, 8 30 
einen Bondpadsockel aus Epitaxie-Polysilizium mit einem 
ersten Bereich 8a und einem zweiten Bereich 8b, 9 ein Ab- 
dichtglas bzw. Seal-Glas, 10 eine Si-Schutzkappe, 11 ein 
Kontakdoch, 12 einen unteratzten Bereich, 13 Schrautzpar- 
tikel, 20 einen Schwinger, 30 einen g-Sensor mit einer 35 
Kammstruktur und 100 einen Si-Wafer. 

Der derart aufgebaute ndkromechanische Beschleuni- 
gungssensor bedient sich dieser iiblichen Bondpadstruktur 
dazu, eine elektrische Verbindung von beispielsweise einer 
unter der Si-Schutzkappe 10 vorgesehenen analogen Sen- 40 
sorstruktur unter dem Sensorsockel 6 hindurch unter Ge- 
wahrleistung der hermetischen Abgeschlossenheit in den 
Umgebungsbereich des Sensors zu fiihren und dort bondbar 
zu gestalten. 

Wie aus der vergroBerten Darstellung gemaB Fig. 3 er- 45 
sichtlich, entsteht bei der ublichen Bondpadstruktur bei der 
Atzung der ersten und zweiten Oxidschicht, welche gleich- 
zeiug als Opferschicht fiir die Kammsmiktur des g-Sensors 
30 dienen,. im Bereich 12 eine Unteratzung des Bondpad- 
sockels 8. An diesen Stellen kdnnen sich Schmutzpardkel 50 
13, wie sie insbesondere beim Sagen in Form von Sage- 
schlamm gebildet werden, anlagem und zu elektrischen Ne- 
benschliissen zwischen Bondpadsockel 8 und Substrat 1 
bzw. zwischen Bondpadsockel 8 und Leiterbahnschicht 3 
fiihren. 55 

Die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende Pro- 
blematik bestcht also allgemein darin, derartige Neben- 
schlusse auf einfache Weise zu verhindem. 

Ein erster Ansatz zur Vermeidung der UnterStzung der 
Bondpads sieht eine Abdeckung der Graben um die Bond- 60 
pads wahrend des Opferoxidatzens durch Negativlack vor 

Als nachleilhafl bei dem obigen ersten Ansatz hat sich die 
Tatsache herausgestellt, daB dieser bei Stufenhohen von 
mehr als etwa 10 pm prozeBtechnisch schwierig und nicht 
cinmal bei alien Scnsorstrukturcn moglich ist, Auch muB 65 
der Negativlack sofort nach dem HF-Gasphasenatzen der 
Opferschicht entfemt werden, da er sich mit HF voUsaugt 
und dann die Unteratzung nicht mehr verhindem kann. Da- 



bei gestaliet sich die vollstandige Entfemung des Lackes in 
den Graben als kompliziert und schon geringe Reste konnen 
zum Verkleben der Kammstnikturen fuhren. 

Vorteile der Erfindung 

Die erfindungsgemaBe Bondpadstruktur mit den Merk- 
maien des Anspruchs 1 und das entsprechende Herstellungs- 
verfahren gemafi Anspruch 13 weisen gegenOber dem be- 
kannten Losungsansatz den Vorteil auf, dafi keine voUstan- 
dige Unteratzung der Opferschicht mehr unterhalb des 
Bondpadsockels auftritt und die ( Jefahr von NebenKchliissen 
mit um den Bondpadsockel herum freigelegien Leiterbah- 
nen oder sonstigen Nebenschiiissen, beispielsweise mit dem 
Substrat, auf einfache Weise vermeidbar ist. 

Die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende Idee 
besteht darin, daB in einem besdmmten Bereich unterhalb 
des Bondpadsockels und um den Bondpadsockel hcrum auf 
der Opferschicht Schutzschicht zum Verhindem einer Unte- 
ratzung der Opferschicht unterhalb des Bondpadsockels zu- 
mindest zeitweilig vorgesehwi wird. 

In den Unteranspruchen finden sich vorteilhafle Weiter- 
bildungen und Verbesserungen der in Anspruch 1 angegebe- 
nen Bondpadstruktur. 

GeniaB einer bevorzugten Weiterbildung isL die Schutz- 
schicht im wesenthchen im gesamten Bereich unterhalb des 
Bondpadsockels und in einer bestimmten Erstreckung um 
den gesamten Bondpadsockel herum auf der Opferschicht 
vorgesehen. Dies bringt den Vorteil, daB an keiner SteUe 
eine Unteratzung auftritt, und zwar nicht eirmial dort, wo sie 
moglicherweise nicht storend wirken wiirde, und damit ei- 
ner hohen mechanischen Stabilitat. 

GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist 
die Opferschicht eine erste Opferschicht und eine zweite 
dariiberliegende Opferschicht auf, zwischen denen die Lei- 
terbahnschicht eingebettet ist. 

GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist in 
der Nahe des Bondpadsockels auf der Opferschicht ein Sen- 
sorsockel vorgesehen, wobei mindestens eine Leiterbahn 
der veigrabenen sthikturierten Leiterbahnschicht zwischen 
dem Bondpadsockels und dem Sensorsockel und darunter 
verlauft 

GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist die 
Schutzschicht in einera bestimmten Bereich unterhalb des 
Sensorsockels und um den Sensorsockel herum auf der Op- 
ferschicht vorgesehen. So lafit sich analogerweise eine Un- 
teratzung des Sensorsockel und ein NebenschluB zwischen 
Sensorsockel und Leiterbahn verhindem. 

GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist die 
Schutzschicht die gesamte Leiterbahn der vergrabenen 
strukturierten Leiterbahnschicht zwischen dem Bondpad- 
sockels und dem Sensorsockel iiberdeckend auf der Opfer- 
schicht vorgesehen. So laBt sich die Leiterbahn fiachendek- 
kend nach oben schiatzen. 

GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist die 
Schutzschicht elektrisch isolierend und gegeniiber dem zum 
Atzen. der Opferschicht verwendeten Atzmittel resistent 
Weiterhin ist es empfehlenswert, daB die Schutzschicht ge- 
gen das Trenchen des Materials des Bondpadsockels, z B. 
Polysilizium, resistent ist Diese Merkmale bieten einerseits 
einen optimalen Schutz und gewahiieisten andeierseits eine 
einfache HersteUbarkeit der Bondpadstniktur ggf. zusam- 
men mit einer Sensorstruktur. 

GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist das 
Substrat cin Siliziumsubstrat, cvcntucU auch cin SOI-Sub- 
strat, und die Opferschicht aus Siliziumoxid. . 

GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist 
die Schutzschicht eine Schicht aus Nitrid und/oder undotier- 
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lem inirinsischem Polysilizium und/cxier dotiertem Oxid 
auf. Obwohl auch dotiertes Oxid beim Opferschichtalzen 
geatzt wird, reicht aus, daB die Unteratzung einen bestimm- 
ten Grad nicht Oberschreitet. 

Gemafi dna" weiteren bevorzugten Weiterbildung weisi 5 
die Schutzschicht eine Doppelschicht aus Nitrid und undo- 
tiertem inirinsischem Polysilizium, vorzugsweise eine un- 
tere Nitridschicht von 100-500 nm Dicke und eine obere 
Polysiliziumschicht von 20-100 nm Dicke, auf. Viele Ni- 
tride sind resistent gegeniiber flussiger HF, aber nicht gegen- lO 
iiber HF-Dampf. Durch die dunne Polysiliziunischicht kann 
die Nitridschicht stabilisiert bzw. abgedichtet werden. Das 
Polysilizium kann durch Aigonsputtem oder mittels naBche* 
mischem Atzen nach dem Verkappen des Sensors entfemt 
werden, falls die Isolationseigenschaften des Polysiliziums 15 
zwischen Bondpadsockel und Sensorsockel nicht ausrei- 
Chen. 

GcmaB cincr wcitcrcn bevorzugten Weiterbildung wcist 
die Schutzschicht eine weitere Schicht aus (eventuell dotier- 
tem) Siliziumoxid auf. Da Polysilizium nicht und Nitrid 20 
nicht besonders selektiv zu Polysilizium beim Trenchen der 
Padstruktur ist, kann man solch eine weitere dunne Oxid- 
schicht aufbringen. Diese Schicht wird zwar beim Opfer- 
schichtalzen gealzt, es enlsteht aber keine Moglichkeit zur 
NebenschluBbildung, da alle krilischen ElekUroden weiter- 25 
bin abgedeckt sind, 

GemaB einer weileren bevorzugten Weiterbildung isl auf 
dem Bondpadsockel ein metallisches Bondpad, welches 
vorzugsweise aus Aluminium oder einer Aluminiumlegie- 
rung besteht, voi:gesehen. 30 

Zeichnungen 

Ausfuhrungsbeispiele der ErfiDdung sind in den Zeich- 
nungen dargestellt uod in der nachfoigenden Beschreibung 3S 
naher erlautert. 

Eszeigen: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Ausfuhrurigs- 
form der erfindungsgemafien Bondpadstruktur in Anwen- 
dung auf einen mikromechanischen Beschleunigungssen- 40 
sor. 

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines mikromecha- 
nischen Drehratensensors mit einer iiblichen Bondpadstruk- 
tur; und 

Fig. 3 eine vergroBerte schematische Darstellung der iib- 45 
lichen Bondpadstruktur des mikromechanischen Drehraten- 
sensors nach Fig. 2. 

Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele 

SO 

In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gldche 
oder funktions gleiche Bestandteile. 

Fig. 1 isl eine schematische Darstellung einer Ausfuh- 
rungsform der erfindungsgemaBen Bondpadstruktur in An- 
wendung auf einen mikromechanischen Drehratensensor. 55 

Die in Fig. 1 dargesiellte Bondpadstruktur fUr einen mi- 
kromechanischen Drehratensensor umfaBt das Substrat 1, 
die auf dem Substrat 1 vorgesehene elektrisch isolierende 
Opferschicht 2, 4, die in der Opferschicht 2, 4 vergrabene 
stnikturierte Leiterbahnschicht 3, ein in der Opferschicht 2, 60 
4 vorgesehenes Kontaktloch 11 und einen Bondpadsockel 8 
aus einem elektrisch leitfahigen Material. Auf dem Bond- 
padsockel 8 ist das metallische Bondpad 7 aus Aluminium 
vorgesehen. 

Der Bondpadsockel wcist den crstcn, sich iibcr die Opfcr- 65 
schicht 2, 4 ersUreckeoden Bereich 8a und den zweiten, sich 
durch das Kontaktloch 11 erstreckenden und in Kontakt mit 
der Leiterbahnschicht 3 befindUchen Bereich Bb auf. 



Die Opferschicht 2, 4 umfaBi eine ersie Opferschicht 2 
und eine zweite dariiberliegende Opferschicht 4, zwischen 
denen die Leiterbahnschicht 3 eingebettetist. Das Subsurat 1 
ist ein Si-Substrat 1 , und ist die Opferschichten 2, 4 aus Sili- 
ziumoxid. 

In Fig. 1 bezeichnet 5 zusatzlich zu den in Zusammen- 
hang mit Fig, 3 angegebenen Bestandteilen eine Schutz- 
schicht, welche in einem bestimmten Bereich unterhalb des 
Bondpadsockels 8 und um den Bondpadsockel 8 herum auf 
der Opferschicht 2, 4 zum Verhindem einer Unteratzung der 
Opferschicht 2, 4 unterhalb des Bondpadsockels 8 vorgese- 
hen ist. Dabei ist die Schutzschicht 5 im wesenllichen im ge- 
samten Bereich unterhalb des Bondpadsockels 8 und in ei- 
ner bestimmten Entfemung um den gesamten Bondpadsok- 
kel 8 herum auf der Opferschicht 2, 4 vorgesehen. 

In der Nahe des Bondpadsockels 8 ist auf der Opfer- 
schicht 2, 4 der Sensorsockel 6 vorgesehen. Eine Leiterbahn 
der vcrgrabcncn strukturicrtcn Leiterbahnschicht 3 vcrlauft 
zwischen dem Bondpadsockels 8 und dem Sensorsockel 6 
und darunter. Die Schutzscliicht 5 ist ebenf alls in einem be- 
stinmiten B^eicb unterhalb des Sensorsockels 6 und um 
den Sensorsockel 6 herum auf der Opferschicht 2, 4 vorge- 
sehen. Insbesondere die Schutzschicht 5 die gesamte Leiter- 
bahn der vergrabenen strukturierten Leiterbahnschicht 3 
zwischen deiii Bondpadsockels 8 und dem Sensorsockel 6 
uberdeckend auf der Opferschicht 2, 4 vorgesehen. 

Die Schutzschicht 5 ist bei dieser Ausfiihrungsform eine 
Doppelschicht aus Nitrid und undotierlem intrinsischen Po- 
lysilizium. Die untere Nitridschicht hat eine Dicke von 
100-500 nm, und die obere Polysiliziumschicht hat eirie 
Dicke von 20-100 nm. 

Das in Fig. 1 gezdgte elektrisch leitende Schmutzpartikel 
13 kann aufgrund der Schutzschicht 5 keinen NebenschluB 
mehr bewirken. 

Im folgenden wird das Verfahren zur Herstellung der 
Bondpadstruktur gemaB dem obigen AusfOhrungsbeispiel 
naher erlautert. 

Auf dem bereitgestellten Si-Substrat 1 findet zunachstdas 
Bilden der Opferschicht 2, 4 mit der darin vergrabenen 
strukturierten Leiterbahnschicht 3 siatt 

Dazu erfolgt ein Oxidieren des Substrats 1 zum Bilden 
der ersten Oxidschicht 2 und anschlieBend ein Abscheiden 
und Strukturieren der Leiterbahnschicht 3 auf der ersten 
Oxidschicht 2. Hierauf geschieht die Abscheidung der zwei- 
ten Oxidschicht 4 auf der sUukturierten Leiterbahnschicht 3 
und der umgebenden ersten Oxidschicht 2. 

Im folgenden Schritt erfolgt das Abscheiden und Struktu- 
rieren der Schutzschicht 5, also der Doppelschicht aus Nitrid 
und undotiertem intrinsischen Polysilizium. Dabei wird die 
Schutzschicht 5 im Sensorbereich innerhalb spater anzu- 
bringenden der Si-Schutzkappe 10 und im Bereich des Kon- 
taktlochs 11 voUstandig entfemt 

Darauf erfolgen das Bilden des Kontaktlochs und das Bil- 
den des Bondpadsockels 8 in dem Kontaktloch 11 in an sich 
bekannter Art und Weise, namlich durch Atzen des Kontakt- 
lochs, Abscheiden einer Epitaxie-Polysiliziumschichl, Ab- 
scheiden und Strukturieren einer Bondpad-Metallschicht 
und Strukturieren der Epitaxie-Polysiliziumschichl zum Bil- 
den des Bondpadsockels U. Dabei kann im iibrigen auch 
eine anders als durch Epitaxie abgeschiedene Polysilizium- 
schicht verwendet werden. 

Dabei werden beim Suukturieren der Epitaxie-Polysili- 
ziumschichl gleichzeitig mit dem Bondpadsockel 11 die (in 
Fig. 2 gezeigte) Sensorkammsuruktur 30 und die Sensorsok- 
kclstrukmr 6 gcbildct 

SchlieBlich erfolgt das Atzen der Opferschicht 2, 4, wo- 
durch die Sensorkammstniktur 30 mil Ausnahme des Veran- 
kerungisbereichs freihangend gemacht wird, sowie das An- 
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bringen der Sensoricappe 10 auf der Sensorsockelstruktur 6. 

Weder der Bondpadsockel 8 noch der Sensorsockel 6 
konnen dabei unter Freilegung von eiektrischen Kontakten 
Oder T^itungen unteratzt werden. 

Obwohl die vorliegende Erfindung vorstehend anhand ei- 5 
nes bevorzugten Ausfulirungsbeispiels beschrieben wurde, 
ist sie darauf nicht beschrankt, sondem auf vielfaltige Weise 
modifizierbar. 

Insbesondere liiBt sich die erfindungsgemSBe Bondpad- 
struktur nicht nur auf mikromechanische Beschleunigungs- lO 
sensoren anwenden, sondem beliebige mikromecbanische 
Oder nfiikroelektrcnische Bauelemente. 

Obwohl die Schutzschicht bei dem obigen Ausfiihnings- 
beispiel eine Doppelschicht aus Nitrid und Polysilizium auf- 
weist, kann unter Umstanden eine Schicht aus Nitrid oder 15 
eine Schicht aus undotiertem intrinsischem Polysilizium 
ebenfalls genUgen. 

Auch ist die Erfindung nicht nur fiir Siliziumbauclc- 
mente, sondem auch fur Bauelemente aus anderen mikro- 
mecbanischen Materialien venvendbar. 20 

Patentanspruche 

1. Bondpadstruktur, insbesondere fureinen mikrome- 
chanischen Sensor, irut: 25 
einem Substrat (1); 

einer auf dem Substrat (1) vorgesehenen eleklrisch iso- 
lierenden Opferschicht (2; 4); 

einer in der Opferschicht (2; 4) vergrabenen struktu- 
rierten Leiterbahnschicht (3); 30 
einem in der Opferschicht (2; 4) vorgesehenen Kon- 
talctloch (11); und 

einem Bondpadsockel (8) aus einem elektrisch leit^i- 
gen Material, der einen ersten, sich Uber die Opfer- 
schicht (2; 4) erstreckenden Bereich (8a) und einen 35 
zweiten, sich durch das Kontaktloch (11) erstreckenden 
und in Kontakt noit der Leiterbahnschicht (3) befindli- 
chen Bereich (8b) aufweist; 
gekennzeichnel durch 

eine in einem bestimmten Berefich unterhalb des Bond- 40 
padsockelis (8) und um den Bondpadsockel (8) herum 
auf der Opferschicht (2; 4) zumindest zeitweilig voige- 
sehene Schutzschicht (5) zum Verhindero einer derarti- 
gen Unteratzung der Opferschicht (2; 4) unterhalb des 
Bondpadsockels (8) beim Atzen der Opferschicht (2; 45 
4), bei der das Substrat (1) und/oder cUe Leiterbahn- 
schicht (3) freigelegt wird. 

2. Bondpadsuiiktur nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Schutzschicht (5) im wesentli- 
chen im gesamten Bereich unterhalb des Bondpadsok- 50 
kels (8) und in einer bestimmten Erstreckung um den 
gesamten Bondpadsockel (8) herum auf der Opfer- 
schicht (2; 4) vorgesehen ist 

3. Bondpadstruktur nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Opferschicht (2; 4) eine erste 55 
Opferschicht (2) und eine zweite darUberliegende Op- 
ferschicht (4) aufweist, zwischen denen die Leiter- 
bahnschicht (3) eingebettet ist. 

4. Bondpadstruktur nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, gekennzeichnet durch einen in der Nahe 60 
des Bondpadsockels (8) auf der Opferschicht (2; 4) 
vorgesehenen Sensorsockel (6), wobei mindestens eine 
Leiteibahn der vergrabenen strukturierlen Leiterbahn- 
schicht (3) zwischen dem Bondpadsockels (8) und dem 
Sensorsockel (6) und danintcr vcrlauft 65 

5. Bondpadstruktur nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Schutzschicht (5) in einem be- 
stinunten Bereich unterhalb des Sensorsockels (6) und 
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um den Sensorsockel (6) herum auf der Opferschicht 
(2; 4) vorgesehen ist. 

6. Bondpadstr^jiktur nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet^ (htB die Schut7iichichl (5) die gesamte 
Leilerbahn der vergrabenen slrukturierten Leiterbahn- 
schicht (3) zwischen dem Bondpadsockels (8) und dem 
Sensorsockel (6) iiberdeckend auf der Opferschicht (2; 
4) vorgesehen ist. 

7. Bondpadstruktur nach einem der vorhergehenden 
' Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Schutz- 
schicht (5) elektrisch isolieirend und gegenuber dem 
zura Atzen der Opferschicht (2; 4) verwendeten Atz- 
mittel resistent ist. 

8. Bondpadstruktur nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB das Substrat 

(I) ein Siliziumsubstral ist und daB die Opferschicht (2; 
4) aus Siliziumoxid ist. 

9. Bondpadstruktur nach Anspruch 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Schutzschicht (5) eine Schicht 
aus Nitrid und/oder undotiertem intrinsischem Polysili- 
zium und/oder dotiertera Oxid aufweist. 

10. Bondpadstruktur nach Anspruch 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Schutzschicht (5) eine Doppel- 
schicht aus Nitrid und undotiertem intrinsischen Poly- 
siliziuui, vorzugsweise eine unlere Nitridschicht von 
100-500 nm Dicke und eine obere Polysiliziumschicht 
von 20-100 nra Dicke, aufweist. 

11. Bondpadsnuktur nach Anspruch 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Schutzschicht (5) eine weitere 
Schicht aus vorzugsweise dotiertem Siliziumoxid auf- 
weist 

12. Bondpadstruktur nach einem der vorhergehenden 
AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, daB auf dem 
Bondpadsockel (8) ein metallisches BoiKipa*:! . wel- 
ches vorzugsweise aus Aluminium oder einer A^vi'inini- 
umlegierung besteht, vorgesehen ist. 

13. Verfahren zur Herstellung einer Bondpadstruktur 
nach mindestens einem der vorherigen Anspruche mit 
den Schritten: 

Bereitstellen des Substrats (1); 

Bilden der Opferschicht (2; 4) mit der darin vergrabe- 
nen strukturierten Leiterbahnschicht (3); 
Abscheiden und Strukturieren der Schutzschicht (5); 
Bilden des Kontaktlochs (11); 

Bilden des Bondpadsockels (8) in dem Kontaktloch 

(II) ; und 

Atzen der Opferschicht (2; 4). 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Schutzschicht (5) beim Atzen der Op- 
ferschicht (2; 4) entfemt wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Substrat (1) aus Silizium ist und 
der Schritte des Bildens der Opferschicht (2; 4) mit der 
darin vergrabenen strukturierten Leiterbahnschicht (3) 

folgende Schritte aufweist: 

Oxidieren des Substrats (1) zum Bilden einer ersten 
Oxidschicht (2); 

Abscheiden und Strukturieren der Leiterbahnschicht 
(3) auf der ersten Oxidschicht (2); und 
Bilden einer zweiten Oxidschicht (4) auf der struktu- 
rierten Leiterbahnschicht (3) und der umgebenden er- 
sten Oxidschicht (2), 

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt des Bildens des Bondpadsok- 
kcls (11) auf dem Kontaktloch (11) folgcndc Schritte 
aufweist: 

Abscheiden einer Polysiliziumschicht, vorzugsweise 
durch Epitaxie; 
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Abscheiden und Strukturieren einer Bondpad-Metall- 
schichi; 

Strukturieren der Polysiliziuinschicht. zum Bilden des 
Bondpadsockels (11). 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 5 
zeichnet, daB beim Strukturieren der Polysiliziuin- 
schicht gleichzeitig mit dem Bondpadsockel (11) eine 
Sensorkanunstrukiur (30) und eine Sensorsockeisiruk- 

lur (6) gebildet warden. 

18. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 10 
zeichnet, daB beim Atzen der Opferschicht (2; 4) die 
Sensorkammstruktur (30) freihangend gemacht wird. 

19. Verfahren nach einem der Anspriiche 17 oder 18. 
dadurch gekennzeichhet, daB die Schutzschicht (5) im 
tSensorbereich, der von der Sensorsockelstruktur (6) 15 
umgeben ist, zumindest teilweise entfemt wird 

20. Verfahren nach einem der Anspriiche 17 bis 19, 
dadurch gckcnnzcichnct, daB auf der Scnsorsockcl- 
suuktur (6) eine Sensorkappe (10) ^gebracht wird. 

■ 20 

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 



25 



30 



35 



40 



45 ■ 



50 



55 



60 



65 



- Leerseite - 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 



Nummb.. 
Int. Cl.^: 

Offenlegungstag: 



DE19820 816 A1 

HOI L 23/50 

11. November 1999 




902 045/640 



IVUIMIIIOI. 



Int. Cl.^: 

Offenlegungstag: 



HOI L 23/50 

11. November 1999 



12 



Fig. 3 



11/ 



10 



-80 

-12 12> 



4 



902 045/540 



